
Приложение А  

 

Государственный первичный эталон единиц относительных диэлектрической и магнитной 

проницаемостей и тангенса угла диэлектрических и магнитных потерь

в диапазоне частот от 1 МГц до 40 ГГц, ГЭТ 174-2026

Метод прямых измерений
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ И 

ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ В ДИАПАЗОНЕ 

ЧАСТОТ ОТ 1 МГц ДО 40 ГГц
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Измерители относительных диэлектрической и магнитной 

проницаемостей и тангенса угла диэлектрических и магнитных 

потерь в диапазоне частот от 1 МГц до 40 ГГц для изотропных 

материалов и сегнетоэлектриков, меры

ε  = 1,2 – 4000; μ  = 1,5 – 100,0; δОεμ = 0,3 – 3 %

tgδε = 5 10
-5

 – 8 10
-1

; tgδμ  = 1 10
-3

 – 1; δОtgδ = 10 – 15 %

Изотропные материалы

ε  = 1,2 – 400,0

SO = 2 10
-4

 – 4 10
-3

 

ΘO = 6 10-4 – 8 10-3

uAO = 2 10
-4

 – 4 10
-3

uBO = 3 10-4 – 3,3 10-3

uΣO = 4 10
-4

 – 5,2 10
-3

 

UO = 1 10-3 – 1 10-2 (k = 2)

μ  = 1,5 – 100,0

SO = 2 10
-4

 – 2 10
-3

 

ΘO = 6 10-4 – 6 10-3

uAO = 2 10
-4

 – 2 10
-3

uBO = 3 10-4 – 3 10-3

uΣO = 4 10
-4

 – 4 10
-3

 

UO = 1 10-3 – 1 10-2 (k = 2)

tgδε = 5 10-5 – 1 10-2

SO = 1 10
-2

 – 5 10
-2

 

ΘO = 3 10-2 – 1 10-1

uAO = 1 10
-2

 – 5 10
-2

uBO = 1 10-2 – 4,2 10-2

uΣO = 2 10
-2

 – 6,5 10
-2

 

UO = 5 10-2 – 1,5 10-1 (k = 2)

tgδμ  = 1 10-3 – 1

SO = 1 10
-2

 – 5 10
-2

 

ΘO = 3 10-2 – 1 10-1

uAO = 1 10
-2

 – 5 10
-2

uBO = 1 10-2 – 4 10-2

uΣO = 2 10
-2

 – 6 10
-2

 

UO = 5 10-2 – 1,5 10-1 (k = 2)

Анизотропные материалы

Диапазон частот от 2 до 18 ГГц

ε  = 2 – 20

SO = 1 10-4 – 1 10-3 

ΘO = 6 10
-4

 – 1 10
-3

uAO = 1 10-4 – 1 10-3

uBO = 1 10
-3

 – 2 10
-3

uΣO = 1 10-3 – 2 10-3 

UO = 1 10
-3

 – 2 10
-2

 (k = 2)

tgδε = 5 10-5 – 1 10-2

SO = 1 10-2 – 4 10-2 

ΘO = 3 10-2 – 2 10-1

uAO = 1 10-2 – 4 10-2

uBO = 1,7 10-2 – 6 10-2

uΣO = 2 10-2 – 7 10-2 

UO = 5 10-2 – 2 10-1 (k = 2)

Сегнетоэлектрики

Диапазон частот от 0,5 до 4 ГГц

ε  = 400 – 4000

SO = 1 10-2

ΘO = 3 10
-2

uAO = 1 10-2

uBO = 1,3 10
-2

uΣO = 1,6 10-2 

UO = 3,2 10
-2

 (k = 2)

tgδε = 1 10
-3

 – 8 10
-1

SO = 1 10-1 

ΘO = 7,5 10
-1

uAO = 1 10-1

uBO = 3,1 10
-1

uΣO = 3,3 10-1 

UO = 6,6 10
-1

 (k = 2)

Метод прямых измерений

Измерители относительных диэлектрической и 

магнитной проницаемостей и тангенса угла 

диэлектрических и магнитных потерь в диапазоне частот 

от 1 МГц до 40 ГГц для изотропных материалов и 

сегнетоэлектриков, меры

ε  = 1,2 – 4000; μ  = 1,5 – 100,0; ΔОεμ = 1 – 10 %

tgδε = 5 10-5 – 8 10-1; tgδμ  = 1 10-3 – 1; ΔОtgδ = 20 – 40 %

Метод прямых измерений

Измерители относительной диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических 

потерь в диапазоне частот от 2 ГГц до 18 ГГц для 

анизотропных материалов, меры

ε  = 2 – 20; ΔОε = 1 – 10 %

tgδε = 5 10
-5

 – 1 10
-2

; ΔОtgδ = 20 – 40 %

 


